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１．概要（Summary） 

光ファイバ通信用に用いられる半導体光デバイスには

小型・低消費電力動作が要求されている。また、同時に

高機能化要請により様々な光デバイスの集積について研

究開発が行われている。本検討では InP 基板上に様々

な機能デバイスをモノリシックに集積し小型・低消費電力

動作を実現すべく、東京工業大学のナノプラットフォーム

の有機金属気相成長（MOCVD）装置により基礎検討を

行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

有機金属気相成長装置。 

【実験方法】 

InP 化合物半導体基板上に誘電体のパターンをフォト

リソグラフィーと化学エッチングにより形成し、有機金属気

相成長（MOCVD）法により化合物半導体層をエピタキシ

ャル成長した。化合物半導体層は成長過程を観察するた

め異なる 2層の化合物半導体層を交互に積層した。結晶

成長中のハロゲン系ガス導入有無の効果について実験

を実施した。文献（１）で検討された実験の再現を異なっ

たMOCVD法にて実施した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

結晶成長中のハロゲン系ガス導入について１）無し、２）

有りの場合のウエハ表面の SEM写真を Fig.1に示す。 

尚、結晶成長は総計～１μm とした。InP層と GaInAs

層を相互に５ペアをエピタキシャル成長させた。 

文献１の実験結果がほぼ再現されたことを確認した。即

ち、結晶成長中にハロゲンガスを導入することにより誘電

体マスク上の成長が抑制されることが分かった。 

次に、両方のサンプルについて断面観察を行った。 

結晶成長中のハロゲン系ガス導入について１）無し、２）

有りの場合の断面の SEM写真を Fig.2に示す 

 

 

Fig.1 Photograph of Surface for1) without and 2) 

with Halogen gas during MOCVD growth 

 

Fig.1 Photograph of cross section for1) without 

and 2) with Halogen gas during MOCVD growth 

 

結晶成長中にハロゲンガスを導入することにより結晶成

長のメカニズムが大きく変化していることが予想される．2）

では 1）に比べて膜厚が薄くなっていることが分かった。

<111>面が形成されている。この実験結果は文献（２）にも

同様な断面写真が掲載されているが、今回異なったガス

種についても同様な結果が得られた。 
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